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Sunt dispozitive semiconductoare care îndeplinesc condiţiile necesare AMPLIFICARII UNOR SEMNALE.

După tipul de purtători ce contribuie la funcţionarea lor ele sunt:

· Bipolare – purtători de ambele polarităţi – majoritari (electroni)

                                                                             -  minoritari (goluri)

-     Unipolare – Purtători de o singură polaritate – electroni sau goluri.

TRANZISTOARE BIPOLARE 

A) Tranzistoare bipolare cu joncţiune.

a) Alcătuirea: - Dintr-un monocristal de germaniu sau siliciu în care se creează prin impurificare trei regiuni despărţite prin două suprafeţe. Regiunile de la extremităţi au acelaşi tip de conductibilitate (p/n) acestea se numesc Emitor şi Colector . Regiune centrală are conductibilitate opusă faţă de cele de la extremităţi şi se numeşte Bază. Pe suprafeţele fiecărui regiuni se depune câte un strat metalic de contact pe care se sudează firele de conexiune. Acest tranzistor are două joncţiuni.

1) Joncţiunea Emitorului : între bază şi colector 

2) Joncţiunea Colectorului: între bază şi emitor

Joncţiunea C este polarizată direct cu o tensiune de ordinul zecimilor de volţi iar joncţiunea E este polarizată invers cu o tensiune de ordinul volţilor sau zecilor de volţi.

B) Funcţionarea tranzistoarelor în regim normal activ în conexiunea cu bază comună.

- Ansamblul format din cele trei joncţiuni reprezintă două diode semiconductoare conectate în opoziţie şi cu o regiune comună. Pentru ca un tranzistor să nu se manifeste ca două diode trebuie ca între ele să se realizeze u  cuplaj, acest cuplaj are rolul de a transfera purtătorii de sarcină de la o regiune la alta. Acest transfer se realizează numai dacă baza este suficient de subţire. Transferul se numeşte EFECT DE TRANZISTOR . 

- Fenomenul de polarizare: este similar la ambele tipuri de tranzistoare cu diferenţa că rolul golurilor şi al electronilor este inversat.

FUNŢIONAREA TRANZISTORULUI P.N.P.

Joncţiunea E-B fiind polarizată direct curentul care circulă prin joncţiune este determinat de purtătorii majoritari de sarcină (goluri) apare astfel un CURENT DE DIFUZIE al  golurilor din E în B (Ipe). Aceste goluri devin în regiunea B purtători minoritari în exces, deoarece B este foarte subţire numai un număr mic de goluri injectate de emitor se va recombina cu electronii majoritari din B, înlocuirea electronilor dispăruţi prin recombinare se face printr-un transport de electroni de la sursa de polarizare prin firul de conexiune al B. Acest transport de electroni formează curentul de recombinare. 

Golurile provenite din E rămase nerecombinate difuzează până în aproprierea joncţiunii C care este polarizată invers. Câmpul astfel creat favorizează trecerea purtătorilor minoritari.

În funcţionarea tranzistorului E generează goluri pe care C le strânge. B are rolul de contro asupra curentului de C. 

Pentru a reduce pierderea de goluri în B datorită recombinărilor pe lângă o îngustare a lăţimii B aceasta se dopează şi cu un număr  mic de impurităţi decât E şi C astfel în B va fi un număr mai mic de electroni din această cauză curentul de electroni majoritari care circulă numai prin joncţiunea  E are o valoare mult mai mare decât curentul de E. Joncţiunea C polarizată invers este străbatută atât de golurile provenite din E şi rămase nerecombinate în B cât şi de curenţii de câmp daţi de purtătorii minoritari generaţi pe cale termică.

ICB0- este un curent rezidual care reprezintă curentul  de C şi B când E este în gol, adică el nu injectează purtători de B 

IE- „curentul de emitor”- este format din curenţii de difuzie daţi de purtătorii majoritari ai E ţi B ce străbat joncţiunea E.

IE = Ipe + InB

IB- „curentul de bază” – este format din curentul de electroni minoritari ce trec prin joncţiunea E, cu curentul de recombinare (IR) ţi curentul de câmp al joncţiunii C  (ICB0)

IB = InB + IR – ICB0

IC- „Curentul de colector” – este formată de curentul de goluri injectate din E rămase după recombinare ţi curentul de câmp al joncţiunii C

IC = Ipe +ICB0 
